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청

청 항 1 

 상에 실 고, 상   향하는  갖는 직 칩, 상  직 칩  상  직 칩  상  

과 상   사 에 공 는 연결 단 들  통해 상  에 고;

상  직 칩 상에 치 고  1  가지는 어도 하나   1 리 칩; 

상   1 리 칩 상에 프   치 고,  2  가지는 어도 하나   2 리 칩  포

함하고,

상   1 과 상   2   마주보도  치 어  1  프  통해  연결 는

도체 키지. 

청 항 2 

 1 항에 어 ,

상   2 리 칩  상   2 에 치 는 재  가지고,

상  재  상   1  프  통해 상   1 리 칩과  연결 고, 본  재  통해 상

 과  연결 ,

상  본  재는 포 , 필러 또는 TMV(through mold via)  어느 하나  도체 키지.

청 항 3 

 2 항에 어 ,

상  재 :

상   2  앙에 치 는 극 드; 

상   2  측에 공 어 상  극 드  연결 는  1 연결 드;  

상  측에 향하는 타측에 공 어 상  극 드  연결 는  2 연결 드  포함하고,

상   1 연결 드는 상   1 리 칩과  연결 고, 상   2 연결 드는 상  과 

 연결 는 도체 키지.

청 항 4 

 1 항에 어 ,

상   1 리 칩  상   1 에 치 는 재  가지고,

상  재  상   1  프  통해 상   2 리 칩과  연결 고,  2  프  통

해 상  직 칩과  연결 는 도체 키지.

청 항 5 

 4 항에 어 ,

상  재 :

상   1  앙에 치 는 극 드; 

상   1  측에 공 어 상  극 드  연결 는  1 연결 드;  

상  측에 향하는 타측에 공 어 상  극 드  연결 는  2 연결 드  포함하고,
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상   1 연결 드는 상   2 리 칩과 연결 고, 상   2 연결 드는 상  직 칩과 연결 는 도

체 키지.

청 항 6 

 상에 실 고, 상   향하는  갖는 직 칩, 상  직 칩  상  직 칩  상  

과 상   사 에 공 는 연결 단 들  통해 상  에 고;

상  직 칩 상에 치 고  1    1  가지는 어도 하나   1 리 칩;

상   1 리 칩들 상에 프   치 고,  2    2  가지는 어도 하나

 2 리 칩; 

상   1 리칩  상   1 에 치 는  1 재  가지고, 상   2 리 칩  상   2

에 치 는  2 재  가지고, 상   1 과 상   2   마주보도  치 어

상   1 재 과 상   2 재   연결 는 도체 키지. 

청 항 7 

 6 항에 어 ,

상   1 재 과 상   2 재  각각  우 칭 도  치 고,

상   1 재 과 상   2 재  동 한  도체 키지.

청 항 8 

 6 항에 어 ,

상   1 재 : 

상   1  앙에 치 는  1 극 드; 

상   1  상  측에 공 어 상   1 극 드  연결 는  1 연결 드;  

상  측에 향하는 상   1  상  타측에 공 어 상   1 극 드  연결 는  2 연결 드

가지고,

상   2 재 : 

상   2  앙에 치 는  2 극 드; 

상   2  상  측에 공 어 상   2 극 드  연결 는  3 연결 드;  

상  측에 향하는 상   2  상  타측에 공 어 상   2 극 드  연결 는  4 연결 드;

 가지는 도체 키지.

청 항 9 

 8 항에 어 ,

상   1  상  직 칩  과 마주보게 치 고, 

상   2  상   마주보게 치 고,

상   1 연결 드  상   3 연결 드는 직  첩 고,   연결 어 동 한 

신  경 가 는 도체 키지. 

청 항 10 

 8 항에 어 ,

상   1  상  직 칩  과 마주보게 치 고,

상   2  상   마주보게 치 고,
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상   1 연결 드  상   3 연결 드는 직  첩 고,   연결 어 동 한 

신  경 가 는 도체 키지.

 

   야

본  도체 키지에 한 것 , 층   마주보도  공  리 칩들  포함하는 도체 [0001]

키지에 한 것 다. 

 경  

도체  함에 라, 도체   고 량 가 고 다. 러한 에 하여 하[0002]

나  키지 에 여러 도체 칩들  층하여 실 하거나 키지 에 키지  층하는  고

다.

, 키지 에 복 개  리 칩들  층하  하여 TSV 공 , 플립 칩 공   어 본[0003]

공  등  사 고 다. 다만, TSV 공  공  복 하고  과다한  어,  해결할 공

 필    다.

 내

해결하 는 과

본   과 는   마주보는 리 칩들  층  도체 키지  공하는 것 다.[0004]

본   과 는 에 재   리 칩들  층하 , 리 칩들    마[0005]

주보는 도체 키지  공하는 것 다.

과  해결 단

본  실시 에 라 도체 키지  공한다. 도체 키지는  상에 실  직 칩, 상  직 칩[0006]

상에 치 고  1  가지는 어도 하나   1 리 칩  상   1 리 칩 상에 프  

 치 고,  2  가지는 어도 하나   2 리 칩  포함하고, 상   1 과 상   2

  마주보도  치 어  1  프  통해  연결 다.

 에 하여, 상   2 리 칩  상   2 에 치 는 재  가지고, 상  재  상  [0007]

1  프  통해 상   1 리 칩과  연결 고, 본  재  통해 상  과  연

결 , 상  본  재는 포 , 필러 또는 TMV(through mold via)  어느 하나 다.

 에 하여, 상  재 , 상   2  앙에 치 는 극 드, 상   2  측에 [0008]

공 어 상  극 드  연결 는  1 연결 드  상  측에 향하는 타측에 공 어 상  극 드  연

결 는  2 연결 드  포함하고, 상   1 연결 드는 상   1 리 칩과  연결 고, 상  

2 연결 드는 상  과  연결 다.

 에 하여, 상   1 리 칩  상   1 에 치 는 재  가지고, 상  재  상  [0009]

1  프  통해 상   2 리 칩과  연결 고,  2  프  통해 상  직 칩과 

 연결 다.

 에 하여, 상  재 , 상   1  앙에 치 는 극 드, 상   1  측에 [0010]

공 어 상  극 드  연결 는  1 연결 드  상  측에 향하는 타측에 공 어 상  극 드  연

결 는  2 연결 드  포함하고, 상   1 연결 드는 상   2 리 칩과 연결 고, 상   2 연결 

드는 상  직 칩과 연결 다.

본  실시 에 라 도체 키지  공한다. 도체 키지는  상에 실  직 칩, 상  직 칩[0011]

상에 치 고  1    1  가지는 어도 하나   1 리 칩, 상   1 리 칩들

상에 프   치 고,  2    2  가지는 어도 하나   2 리 칩  상
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 1 리 칩  상   1 에 치 는  1 재  가지고, 상   2 리 칩  상   2 

에 치 는  2 재  가지고, 상   1 과 상   2   마주보도  치 어 상

 1 재 과 상   2 재   연결 다.

 에 하여, 상   1 재 과 상   2 재  각각  우 칭 도  치 고, 상   1 재[0012]

과 상   2 재  동 한 다.

 에 하여, 상   1 리 칩과 상   2 리 칩  복 개  공 고, 상   1 리 칩들과[0013]

상   2 리 칩들  상  직 칩   우 칭 어 치 다.

 에 하여, 상   1 재 , 상   1  앙에 치 는  1 극 드, 상   1 [0014]

상  측에 공 어 상   1 극 드  연결 는  1 연결 드  상  측에 향하는 상   1 

 상  타측에 공 어 상   1 극 드  연결 는  2 연결 드  가지고, 상   2 재 , 상

 2  앙에 치 는  2 극 드, 상   2  상  측에 공 어 상   2 극 드

연결 는  3 연결 드  상  측에 향하는 상   2  상  타측에 공 어 상   2 극 드

 연결 는  4 연결 드  가진다.

 에 하여, 상   1  상  직 칩  과 마주보게 치 고, 상   2  상[0015]

  마주보게 치 고, 상   1 연결 드  상   3 연결 드는 직  첩 고,  

 연결 어 동 한  신  경 가 다.

 에 하여, 상   4 연결 드  상    연결하는 본  재  포함하고, 상  본  [0016]

재는 포 , 필러 또는 TMV(through mold via)  어느 하나 다. 

 에 하여, 상  직 칩, 상   1 리 칩  상   2 리 칩  측 들  고, 상   2 [0017]

리 칩  상   2  하는 몰드막   상   2 과 상  몰드막 상에 치 는 열

층   포함한다.

 에 하여, 상   1  상  직 칩  과 마주보게 치 고, 상   2  상  [0018]

 마주보게 치 고, 상   1 연결 드  상   3 연결 드는 직  첩 고,  

연결 어 동 한  신  경 가 다. 

 에 하여, 상   2 연결 드는 상  직 칩과  연결 다.[0019]

 에 하여, 상  직 칩  측 들, 상   1 리 칩  상   2 리 칩  측 들  고, 상[0020]

직 칩    상   2 리 칩들  상   2  하는 몰드막   상  직

칩  상  , 상   2   상  몰드막 상에 치 는 열 층   포함한다.

 과

본  실시 에 , 동 한 도체 공  거쳐  웨 에  리  리 칩들  도체 키[0021]

지  할  고, 리 칩들    마주보도  치하여 TSV 공 나 어 본  공  없

리 칩들과 직 칩   연결  도체 키지  할  다. 

본  실시 에 , 재  가 동 한 리 칩들    마주보도  리 칩들  [0022]

치하여 TSV 공 없  도체 키지  할  고, 에 라 공   감 시킬  다.

도  간단한 

도 1  본  실시 에  도체 키지  나타내는 단 도 다.[0023]

도 2a  도 2b는 본  실시 에  리 칩들  나타내는 단 도들 다.

도 3  본  실시 에   1 리 칩과  2 리 칩  결합 계  나타내는 도 다.

도 4는 본  실시 에  도체 키지  변  나타내는 단 도 다.

도 5는 본  실시 에  도체 키지  나타내는 단 도 다.

도 6  본  실시 에  리 칩들  나타내는 단 도 다.
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도 7  본  실시 에   1 도체 칩과  2 도체 칩  결합 계  나타내는 도 다.

도 8  본  실시 에  도체 키지  나타내는 단 도 다.

도 9는 본  실시 에  리 칩들  나타내는 단 도 다.

도 10  본  실시 에  도체 키지  나타내는 단 도 다.

도 11  본  실시 에  리 칩들  나타내는 단 도 다.

도 12는 본  실시 에  도체 키지  나타내는 단 도 다.

도 13  본  실시 에  리 칩들  나타내는 단 도 다.

 실시하  한 체  내

본    특징, 그리고 그것들  달 하는  첨 는 도 과 함께 상 하게 후 어 는 실시[0024]

 참 하  해질 것 다. 그러나 본  하에  개시 는 실시 에 한 는 것  아니라  다

 다양한 태    , 단지 본 실시 는 본  개시가 하도  하고, 본  하는

 야에  통상  지식  가진 에게  주  하게 알 주  해 공 는 것 , 본 

청 항  주에 해  뿐 다.  에 걸쳐 동  참  는 동    지칭한다.

또한, 본 에  하는 실시 들  본  상  시도  단 도 /또는 평 도들  참고하여[0025]

 것 다. 도 들에 어 , 막  역들  께는  내  과   해 과  것 다.

라 ,   /또는 허  차 등에 해 시도  태가 변   다. 라 , 본  실시 

들  도시  특  태  한 는 것  아니라  공 에 라 생 는 태  변 도 포함 는 것 다. 

 들 , 직각  도시  식각 역  라운드지거나  곡  가지는 태   다. 라 , 도 에  

시  역들  개략   가지 , 도 에  시  역들  양   역  특  태  시하

한 것   주  한하  한 것  아니다.

도 1  본  실시 에  도체 키지  나타내는 단 도 다.[0027]

도 1  참 하 , 도체 키지(1)는 (100), 직 칩(200),  1 리 칩(300),  2 리 칩(400),[0028]

본  재(500)  몰드막(600)  포함할  다. 

(100)  상 (100a)과 그  하 (100b)  가지고, 그 내 에   가지는 쇄 (PC[0029]

B)   다. (100)  상 (100a) 상에는 실  드(102)가 치   고, (100)  하 (100b) 상에

는  단 (104)가 공   다.  단 (104)는 주 (Sn), 납(Pb), 니 (Ni), (Au), (Ag), 리

(Cu) 또는 (Bi)  어도 하나   포함할  다.

직 칩(200)  (100)  상 (100a) 상에 치   다. 직 칩(200)  (100)  마주보는 [0030]

(200a)과 그  (200b)  가질  다. 직 칩(200)  (200a)에는 드(205)가 치

 다. 드(205)  (100)  실  드(102) 사 에는 연결 단 (150)가 공   고, 직 칩(200)

연결 단 (150)  통해 (100)  상 (100a) 상에 플립 칩(flip-chip) 본   다. 직 칩(200)  

직 (logic device)  포함하는 컨트 러(controller) 또는 마 크 프 (microprocessor)   다. 

 1 리 칩(300)  직 칩(200)  (200b) 상에 치   다.  1 리 칩(300)  어도 하[0031]

나 상 공   다.  들어,  1 리 칩(300)  복 개  공   고, 직 칩(200) 상에 

격 어 치   다.  1  리 칩(300)    공 는  1  (300a)과  1  

(300a)과 향하고 직 칩(200)  마주보는  1 (300b)  가질  다.  들어,  1 리 칩

(300)  램(DRAM),  에 램(SRAM),  플래시(flash),  피램(PRAM),  알 램(ReRAM),  에프 램(FeRAM)  또는 엠램

(MRAM)  포함할  다. 그러나, 에 한 는 것  아니다.  1 리 칩(300)과 직 칩(200) 사 에는

착층(301)  공   다. 착층(301)  NCF(non-conductive film), ACF(anisotropic conductive film),

UV  감  필 ,  간  착 ,  열경  착 ,   경  착    경  착 ,  NCP(non-

conductive paste) 등   다. 착층(301)  통해  1 리 칩(300)  직 칩(200)  (200b)

에 착   다.

 2 리 칩(400)   1 리 칩(300) 상에 치   다.  2 리 칩(400)   1 리 칩(300)[0032]

상에 프 (Offset)  치   다.  2 리 칩(400)  어도 하나 상 공   다.  2
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리 칩(400)   1 리 칩(300)  마주보는  2 (400a),  2 (400a)과 향하는  2 

(400b),   2 (400a)과  2 (400b)  연결하는 측 들(400c)  가질  다.  들

어,  2 리 칩(400)  램(DRAM), 에 램(SRAM), 플래시(flash), 피램(PRAM), 알 램(ReRAM), 에프 램

(FeRAM) 또는 엠램(MRAM)  포함할  다. 그러나, 에 한 는 것  아니다. 

복 개  공 는  1 리 칩들(300)과  2 리 칩들(400)  계단 태  층   다.  1 [0033]

리 칩(300)   1 (300a)과  2 리 칩(400)   2 (400a)   마주볼  다.  1 

리 칩(300)과  2 리 칩(400)   1  프(350)  통해  연결   다.  1  

프(350)는 주 (Sn), 납(Pb), 니 (Ni), (Au), (Ag), 리(Cu) 또는 (Bi)  어도 하나  

 포함할  다. 

본  재(500)는  2 리 칩(400)과 (100) 사 에 치   다. 본  재(500)는 복 개  공[0034]

 고, 직 칩(200)과  격 어 공   다. 본  재(500)는 그 내 에  가지는 

쇄 (PCB)   다.  들어, 본  재(500)는 포   다. 본  재(500)는 어도 하나

  2 리 칩(400)   2 (400a)과 (100)   연결할  다. 포 (500)는  2

 프(450)  통해  2 리 칩(400)   2 (400a)과 연결   고, 연결 단 (150)  통해 

(100)과 연결   다.  2  프(450)는 주 (Sn), 납(Pb), 니 (Ni), (Au), (Ag), 리(Cu) 또

는 (Bi)  어도 하나   포함할  다. 

몰드막(600)  (100)  상 (100a),  1 리 칩들(300)   2 리 칩들(400)  측 들(400c)[0035]

  고,  2 리 칩들(400)   2 (400b)  시킬  다. 몰드막(600)  상   2

리 칩(400)   2 (400b)과 동 한  가질  다. 몰드막(600)  에폭시 몰  컴 운드

(EMC) 같  연  고  질  포함할  다.

열 층(700)  몰드막(600) 상에 치   다. 열 층(700)   2 리 칩(400)   2 [0036]

(400b)    다. 열 층(700)  열 매개 질(Thermal Interface Material; TIM)  포함할  다.

열 층(700)   2 리 칩(400)   2 (400b)과 직  하여  2 리 칩(400)에  생

하는 열  할  다. 

본  실시 에 , 직 칩(200)과 리 칩들(300, 400)  직  연결 지 않고, (100)  통해[0038]

 연결   다. 직 칩(200)  하는 신  /또는 는 (100)  본  재(500)

통해  1 리 칩(300)   2 리 칩(400)  달   다. 또한, TSV공  사 하지 않고, 직

칩(200)과 리 칩들(300, 400)   연결할  어 공   감 할  고, 어 본  공

 사 하지 않아 도체 키지(1)  가 가능할  다.

도 2a  도 2b는 본  실시 에  리 칩들  나타내는 단 도들 다.[0040]

도 1  도 2a  참 하 ,  1 리 칩(300)   1 (300a)에 치   1 재 (310)  가지고, [0041]

2 리 칩(400)   2 (400a)에 치   2 재 (410)  가질  다.  1 (300a)과  2

(400a)   마주보도  치   다.

 1 재 (310)   1 극 드(311),  1 (312),  1 연결 드(313a)   2 연결 드(313b)[0042]

포함할  다.  1 극 드(311)는  1 리 칩(300) 내 에 공 는 내  (미도시)  연결  

다.  1 연결 드(313a)   2 연결 드(313b)는  1 (312)  통해  1 극 드(311)  연결

 다.  1 연결 드(313a)는  1 (300a) 상  측에 공   고,  2 연결 드(313b)는 측

에 향하는  1 (300a) 상  타측에 공   다.  1 연결 드(313a)   2 연결 드(313b)는 

1 극 드(311)   칭 게 치   다. 

 2 재 (410)   2 극 드(411),  2 (412),  3 연결 드(413a)   4 연결 드(413b)[0043]

포함할  다.  2 극 드(411)는  2 리 칩(400) 내 에 공 는 내  (미도시)  연결  

다.  3 연결 드(413a)   4 연결 드(413b)는  2 (412)  통해  2 극 드(411)  연결

 다.  3 연결 드(413a)는  2 (400a) 상  측에 공   고,  4 연결 드(413b)는 측

에 향하는  2 (400a) 상  타측에 공   다.  3 연결 드(413a)   4 연결 드(413b)는 

2 극 드(411)   칭 게 치   다. 

 1 리 칩(300)과  2 리 칩(400)   1  프(350)  통해  연결   다. [0044]

들어,  1  프(350)는 볼   다.  1 연결 드(313a)   3 연결 드(413a)는 직  
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첩   고,  1 연결 드(313a)   3 연결 드(413a) 사 에  1  프(350)가 공   다. 

 4 연결 드(413b)는 본  재(500)  통해 (100)과  연결   다.  4 연결 드(413b)[0045]

본  재(500) 사 에는  2  프(450)가 공   다.

도 1  도 2b  참 하 ,  1 리 칩(300)과  2 리 칩(400)   1  프(380)  통해 [0046]

 연결   다.  들어,  1  프(380)는 도  필러   다. 도  필러는 리(Cu)  

다. 

도 3  본  실시 에   1 리 칩과  2 리 칩  결합 계  나타내는 도 다.[0048]

도 1  내지 도 3  참 하 ,  1  리 칩(300) 상에 향  라 격 어 공 는  1  극 드들[0049]

(311),  1 연결 드들(313a)   2 연결 드들 (313b)  포함하는  1 재 (310)  공   다. 

1 연결 드들(313a)   2 연결 드들(313b)   1 들(312)  통해  1 극 드들(311)과 

 연결   다.  1 연결 드들(313a)과  2 연결 드들(313b)   1 극 드들(311)   

우 칭   다. 

 2 리 칩(400) 상에 향  라 격 어 공 는  2 극 드들(411),  3 연결 드들(413a) [0050]

 4 연결 드들(413b)  포함하는  2 재 (410)  공   다.  3 연결 드들(413a)   4 연결

드들(413b)   2 들(412)  통해  2 극 드들(411)과  연결   다.  3 연결 드

들(413a)과  4 연결 드들(413b)   2 극 드들(411)   우 칭   다. 

 1 재 (310)과  2 재 (410)  평  동 한   다.  2 리 칩(400)  (L)[0051]

  180° 시   1  리 칩(300)  상에 프 (Offset)   층하 ,  1  연결 드들

(313a)과  3 연결 드들(413a)  직  첩   다.  1 재 (310)과  2 재 (410)  우

칭 는  가지므 ,  2 리 칩(400)  시 도  1 재 (310)과  2 재 (410)  평

 동 한  가질  다. 라 , 별도    하지 않고  프  통해  1 리

칩(300)과  2 리 칩(400)  연결할  다. 

또한,  1 리 칩(300)   2 리 칩(400)   동 한 도체 공  거쳐  웨 에 , 싱[0052]

귤 (Singulation) 공  통해 리 어   다.  1 리 칩(300)   1 (300b)과 

2 리 칩(400)  2 (400a) 미러 타  에 동 한 웨 에  리   1 리 칩(300) 

 2 리 칩(400)  그  도체 키지(1)  하는  할  다.

 연결   1 연결 드들(313a)과  3 연결 드들(413a)  동 한 신  /또는  달할 [0053]

다. 에 라, 직 칩(200)  하는 하나  칩 택 신 (CS)에 해  1 리 칩(300)과  2 

리 칩(400)  동시에 어할  다. 또한, 복 개  리 칩들  층하여 도체 키지(1)  체 량

계할  고,  1 재 (310)과  2 재 (410)  계  통해  핀(I/O pin)   할  

다.

도 4는 본  실시 에  도체 키지  변  나타내는 단 도 다.  간략  해 도 1과[0054]

복 는 내  재는 생략한다.

도 4  참 하 , 도체 키지(2)는  2 리 칩(400)과 (100)  연결하는 본  재(550)  포함할[0055]

 다. 본  재(550)는 필러 또는 TMV(through mold via)  어느 하나   다.  들어, 본  재

(550)는 리(Cu)  포함하는 도  질   다. 본  재(500)는 도  질  루어진  상

 고,  2 리 칩(400)과 (100)   연결할  다. 

도 5는 본  실시 에  도체 키지  나타내는 단 도 고, 도 6  본  실시 에  [0057]

리 칩들  나타내는 단 도 고, 도 7  본  실시 에   1 리 칩과  2 리 칩  결합 계

 나타내는 도 다.  간략  해 도 1과 복 는 내  재는 생략한다.

도 5 내지 도 7  참 하 , 도체 키지(3)는  1 극 드들(311)  가지는  1 리 칩(300)과 재[0058]

(410)  가지는  2 리 칩(400)  포함할  다.  1 극 드들(311)   1 리 칩(300)   1

(300a)  상에 공   고, 재 (410)   2  리 칩(400)   2  (400a)에 치  

다. 

 1 극 드들(311)   1 (300a) 상  앙에 치   나,  1 극 드들(311)  치는 특[0059]
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별  한 지 않   다.  1 극 드들(311)  복 개  공   고, 향  라  격 어

공   다. 

재 (410)   2  극 드들(411),   1  들(412),   1  연결 드들(413a)    2  연결 드들[0060]

(413b)  포함할  다.  2 극 드들(411)  향  라  격 어 공   다.  2 극

드들(411)   2  리 칩(400)  내 에 공 는 내  (미도시)  연결   다.  1  연결 드들

(413a)   2 연결 드들(413b)   1 들(412)  통해  2 극 드들(411)과 연결   다. 

1 연결 드들(413a)과  2 연결 드들(413b)   2 극 드들(411)   칭 게 치   다. 

 2 리 칩(400)  (L)   180° 시   1 리 칩(300) 상에 프 (Offset) [0061]

층하 ,  1 극 드들(411)   1 연결 드들(413a)과 직  첩   다.  1 극 드들(41

1)   1  프(350)  통해  1 연결 드들(413a)과  연결   다.

본 실시 에 ,  1 리 칩(300)에는 별도  재  하지 않고,  2 리 칩(400)에만 재[0062]

(410)  하여 도체 키지(3)  할  다.  2 리 칩(400)  재 (410)  통해 TSV 공

또는 어 본  공  없 도  1 리 칩(300),  2 리 칩(400)  (100)    연

결할  다. 

 연결   1 극 드들(311)과  1 연결 드들(413a)  동 한 신  /또는  달할 [0063]

다. 에 라, 직 칩(200)  하는 하나  칩 택 신 (CS)에 해  1 리 칩(300)과  2 

리 칩(400)  동시에 어할  다. 

도 8  본  실시 에  도체 키지  나타내는 단 도 고, 도 9는 본  실시 에  [0065]

리 칩들  나타내는 단 도 다.  간략  해 도 1과 복 는 내  재는 생략한다. 

도 8  도 9  참 하 , 도체 키지(4)는 (100), 직 칩(200),  1 리 칩(300),  2 리 칩[0066]

(400)  몰드막(600)  포함할  다. 

직 칩(200)  (100)  상 (100a) 상에 실   다. 직 칩(200)  (100)  마주보는 [0067]

(200a),  (200a)과 향하는 (200b)   (200a)과 (200b)  연결하는 측 들(200

c)  포함할  다. (100)  연결단 (150)  통해 (100)과  연결   다. 

 1 리 칩(300)  (100)  상 (100a) 상에 치   다.  1 리 칩(300)  어도 하나 상[0068]

공   다.  들어,  1 리 칩(300)  복 개  공   고, (100) 상에  격 어

치   다.  1 리 칩(300)  직 칩(200)  라보는  1 (300a)과  1 (300)과 

향하고 (100)  라보는  1 (300b)  가질  다.  1 리 칩(300)  직 칩(200) 아래

에 치   고,  1 리 칩(300)   1 (300a)  직 칩(200)  (200a)과 마주볼  

다.  1  리 칩(300)  착층(301)  통해 (100)  상 (100a)에 착   다.  1 리 칩

(300)   1 재 (310)  가질  고,  1 재 (310)   1 극 드(311)   1 극 드(311)

 우 칭 게 치 는  1 연결 드(313a)   2 연결 드(313b)  포함할  다.  1 연결

드(313a)   2 연결 드(313b)는  1 (312)  통해  1 극 드(311)  연결   다.  2 연

결 드(313b)는  프(250)  통해 직 칩(200)과 연결   고, 에 라  1 리 칩(300)과 직

칩(200)   연결   다.  프(250)는 주 (Sn), 납(Pb), 니 (Ni), (Au), (Ag), 리

(Cu) 또는 (Bi)  어도 하나   포함할  다.

 2 리 칩(400)   1 리 칩(300) 상에 치   다.  2 리 칩(400)  어도 하나 상 [0069]

공   다.  2 리 칩(400)  (100)  라보는  2 (400a),  2 (400a)과 향하는

 2 (400b)   2 (400a)과  2 (400b)  연결하는 측 들(400c)  가질  다.

 2 리 칩(400)  측 들(400c)  직 칩(200)  측 들(200c)과 마주볼  고,  2 리 칩(400)

 2 (400a)  직 칩(200)  (200b)과 동 한  가질  다.  2 리 칩(400)

 3 재 (410)  가질  고,  2 재 (410)   2 극 드(411)   2 극 드(411)  

우 칭 게 치 는  3 연결 드(413a)   4 연결 드(413b)  포함할  다.  3 연결 드(413a)

  4 연결 드(413b)는  2 (412)  통해  2 극 드(411)  연결   다.  3 연결 드

(413a)는  1 연결 드(313a)  직  첩   다.  3 연결 드(413a)는  1  프(350)  통

해  1 연결 드(313a)   연결   다. 

 1 리 칩(300)   1 재 (310)과  2 리 칩(400)   2 재 (410)   동 한  [0070]
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므 ,  1 리 칩(300)   2 리 칩(400)   동 한 도체 공  거쳐  웨 에 ,

싱귤 (Singulation) 공  통해 리 어   다. 

몰드막(600)  직 칩(200)  측 들(200c),  1 리 칩(300)   2 리 칩(400)  측 들(400c)[0071]

  고, 몰드막(600)  직 칩(200)  (200b)   2 리 칩(400)   2 (400b)

할  다. 몰드막(600)  상  직 칩(200)  (200b)   2 리 칩(400)   2 

(400b)과 동 한  가질  다. 

열 층(700)  몰드막(600) 상에 치   다. 열 층(700)  직 칩(200)  (200b)   2[0072]

리 칩들(400)   2 (400b)    다. 열 층(700)  직 칩(200)  (200b) 

 2 리 칩(400)   2 (400b)과 직  하여 직 칩(200)과  2 리 칩(400)에  생하

는 열  할  다. 

본  실시 에 ,  1 리 칩(300)과  2 리 칩(400)  (100)과 직  연결 지 않고,[0073]

직 칩(200)  통해 (100)과  연결   다. 직 칩(200)   연결   1 리

칩(300)   2 리 칩(400)  신  /또는  할  다. 

또한, TSV공  사 하지 않고, 직 칩(200)과 리 칩들(300, 400)   연결할  어 공  [0074]

 감 할  고, 어 본  공  사 하지 않아 도체 키지(4)  가 가능할  다.

도 10  본  실시 에  도체 키지  나타내는 단 도 고, 도 11  본  실시 에  [0076]

리 칩들  나타내는 단 도 다.  간략  해 도 8과 복 는 내  재는 생략한다. 

도 10  도 11  참 하 , 도체 키지(5)는 재 (310)  가지는  1 리 칩(300)과  2 극 드[0077]

(411)  가지는  2 리 칩(400)  포함할  다. 재 (310)   1 리 칩(300)   1 

(300a)에 치   고,  2 극 드(411)는  2 리 칩(400)   2 (400a) 상에 공   

다.

재 (310)   1 극 드(311),  1 (312),  1 연결 드(313a)   2 연결 드(313b)  포함[0078]

할  다.  1 극 드(311)는  1 리 칩(300) 내 에 공 는 내  (미도시)  연결   다.

 1 연결 드(313a)   2 연결 드(313b)는  1 (312)  통해  1 극 드(311)  연결   

다.  1 연결 드(313a)과  2 연결 드(313b)   1 극 드(311)   칭 게 치   다. 

 2 극 드(411)는  2 (400a) 상  앙에 치   나,  2 극 드(411)  치는 특별[0079]

한 지 않   다. 

 1 리 칩(300)   1 (300a)   2 리 칩(400)   2 (400a)과 마주보도  치  [0080]

다.  1 연결 드(313a)는  2 극 드(411)  직  첩   다.  1 연결 드(313a)는  1

 프(350)  통해  2 극 드(411)   연결   다. 

본 실시 에 ,  2 리 칩(400)에는 별도  재  하지 않고,  1 리 칩(300)에만 재[0082]

(310)  하여 도체 키지(5)  할  다.  1 리 칩(300)  재 (310)  통해 TSV 공

또는 어 본  공  없 도  1 리 칩(300),  2 리 칩(400)  (100)    연

결할  다. 

도 12는 본  실시 에  도체 키지  나타내는 단 도 고, 도 13  본  실시 에  [0084]

리 칩들  나타내는 단 도 다.  간략  해 도 8과 복 는 내  재는 생략한다. 

도 12  도 13  참 하 , 도체 키지(6)는 (100) 상에 치  직 칩(200),  1 리 칩(300),[0085]

 2 리 칩(400)   3 리 칩(800)  포함할  다. 직 칩(200),  1 리 칩(300)   2

리 칩(400)  치  연결 계는 도 8  내 과 사하므   생략한다.

 3 리 칩(800)  (100)과  2 리 칩(400) 사 에 치   다.  3 리 칩(800)  어[0086]

도 하나 상 공   다.  들어,  3 리 칩(800)  복 개  공 고,  1 리 칩(300)과

 격 어 공   다  3 리 칩(800)   2 리 칩(400)  라보는  3 (800a) 

(100)  라보는  3 (800b)  가질  다.  3 (800a) 상에는  3 극 드(811)가

공   다.  3 극 드(811)는  3 (800a) 상  앙에 치   나,  3 극 드(811)

 치는 특별  한 지 않   다.  3 리 칩(800)  램(DRAM), 에 램(SRAM), 플래시(flash),
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피램(PRAM), 알 램(ReRAM), 에프 램(FeRAM) 또는 엠램(MRAM)  포함할  다. 그러나, 에 한 는 것

아니다.  3 리 칩(800)  착층(801)  통해 (100)  상 (100a)에 착   다.

 3 리 칩(800)   3 (800a)   2 리 칩(400)   2 (400a)과 마주보도  치  [0087]

다.  2 리 칩(400)   4 연결 드(413b)는  3 리 칩(800)   3 극 드(811)  직

첩   다.  3 극 드(811)는  3  프(850)  통해  4 연결 드(413b)   연결

 다.  3  프(850)는 주 (Sn), 납(Pb), 니 (Ni), (Au), (Ag), 리(Cu) 또는 (Bi)

 어도 하나   포함할  다. 

도

도 1
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도 2a
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도 2b
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도 3
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도 6

등록특허 10-2413441

- 18 -



도 7
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도 11
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도 12

등록특허 10-2413441

- 24 -



도 13
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